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Уважаемая Эвелина Павловна! 

В ответ на Ваше письмо от 27.06.2022 г. № 0809-254 Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет и~. Н.И. Лобачевского» выражает согласие 

выступить в качестве ведущей организации по диссертации Баркова 

Константина Александровича на тему: «Атомное и электронное строение, 

электрические и оптические свойства композитных пленок Si-SiOx» по 

специальности 1.3 .11 физика полупроводников, представленной на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой физики 

полупроводников, электроники и наноэлектроники. 

Приложение: Сведения об организации. 

Проректор по научной работе М.В . Иванченко 



Приложение 

Сведения об организации 
Наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Ведомственная принадлежность: Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Тип организации: ВУЗ. 

Адрес организации: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 

Список публикаций работников Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" по специальности 

и направлению диссертационной работы: 

1. Байдакова М.В. Модификация структурно-морфологических свойств германия в 

многослойной нанопериодической структуре Al2Oз/Ge с промежуточными слоями Si при 
отжиге/ Байдакова М.В., Берт Н.А., Давыдов В.Ю., Ершов А.В., Левин А.А., Смирнов 

А.Н., Сакура Л.А., Сресели О.М., Яссиевич И.Н.// Физика и техника полупроводников. -
2021. - Т. 55, № 1 О. - С. 882-889. 
2. Nikolyskaya А.А., Belov A.I., Mikhailov A.N., Konakov А.А., Tetelybaum D.I., Korolev 
D.S. Photoluminescence of ion-synthesized 9R-Si inclusions in SiO2/Si structure: Effect of 
iпadiation dose and oxide film thickness // Applied Physics Letters. № 21. У. 118. 2021. Р. 
212101. 
3. Koryazhkina M.N. Electrical Properties of Silicon-Oxide-Based Memristors on Silicon-
on-Insulator Substrates / Koryazhkina M.N., Filatov D.O., Tikhov S.Y., Belov A.I., Korolev 
D.S., Кruglov А.У., Кryukov R.N., Zubkov S.Yu., Yorontsov У.А., Pavlov D.A., Tetelybaum 
D.I., Mikhailov A.N., Kim S. // NanoЬiotechnology Reports. -2021. - У. 16. - Р. 745-754. 
4. Демидов Е.С. ЭПР и люминесценция пористого кремния/ Демидов Е.С., Демидова 

Н.Е., Карзанов В.В.// Физика твердого тела. -2021. -Т. 63, № 3. - С. 370-373. 
Версии: The EPR and luminescence ofporous silicon / Demidova NE., Demidov E.S., Karzanov 
VV/1 PhysicsoftheSolidState. -2021. -V 63, №3. -Р. 449-452. 
5. · Сресели О.М. Квантовые точки «ядро-оболочка» Ge/Si в матрице оксида 
алюминия: влияние температуры отжига на оптические свойства/ Сресели О.М., Берт 

Н.А., Неведомский В. Н., Лихачев Л. И., Яссиевич И. Н., Ершов А.В., Нежданов А.В., 
Машин А.И., Андреев Б.А., Яблонский А. Н. // Физика и техника полупроводников. -
2020. -Т. 54, № 2. - С. 129-137. 
Версии: Ge/Si core/shell quantum dots in ап alumina matrix: injluence ofthe annealing 
temperature оп the optical properties / Sreseli О.М, Bert NA., Nevedomskii VN, Lihachev A.I, 
Yassievich IN, Ershov А. V, Nezhdanov А. V, Mashin A.I, Andreev В.А., YaЫonsky A.N // · 
Semiconductors. - 2020. - V 54, № 2. - Р. 181-189. 
6. Сресели О.М. Электрические и фотоэлектрические свойства многослойных 

наноструктур a-Si/SiO2 и a-Ge/SiO2 на подложках p-Si, отожженных при разных 
температурах/ Сресели О.М., Елистратова Е.М., Горячев Д.Н., Берегулин Е.В., 
Неведомский В.Н., Берт Н.А., Ершов А.В. // Физика и техника полупроводников. - 2020. -
Т. 54, № 10. -С. 1315-1319. 
Версии: Electrical and photoelectric properties of a-Si/SiO2 and a-Ge/SiO2 multilayer 
nanostructures оп p-Si substrates annealed at various temperatures / Sreseli О.М, Elistratova 
МА., Goryachev D.N, Beregulin Е. V, Nevedomskii VN, Bert NA., Ershov А. V/1 
Semiconductors. -2020. - V 54, № 10. -Р. 1315-1319. 
7. Ershov А.У. Microstructure and morphology of2D апауs of Ge quantum dots in а 
Si/A12O3 matrix / Ershov А.У.// Journal of Physics: Conference Series. - 2020. - У. 1697. - Р. 

12135. 



8. Nikolyskaya А.А. Photoluminescence of silicon at 1235 nm produced Ьу iпadiation of 
SiO2/Si with :кr+ ions and subsequent high-temperature annealing / Nikolyskaya А.А., Korolev 
D.S., Mikhaylov A.N., Konakov А.А., Belov A.I., Marychev М.О., Murtazin R. I., Pavlov D.A., 
Tetelbaum D.I. // Surface and Coatings Technology. - 2020. - У. 386. - Р. 125496. 
9. Ershov А.У. Energy band gaps and excited states in Si QD/SiOxlRyOz (R = Si, Al, Zr) 
suboxide superlattices / Ershov А.У., Zatsepin A.F., Buntov Е.А., Zatsepin D.A., Kurmaev E.Z., 
Pustovarov У.А., Johnson N.W., Moewes А.// Joumal of Physics Condensed Matter. -2019. -
У. 31, № 415301. - Р. 415301. 
1 О. Nikolskaya А.А. Light-emitting 9R-Si phase formed Ьу Кr+ ion implantation into 
SiO2/Si substrate / Nikolskaya А.А., Korolev D.S., Mikhaylov A.N., Belov A.I., Sushkov А.А., 
Кrivulin N.O., Muhamatchin K.R., Elizarova А.А., Marychev М.О., Konakov А.А., Tetelbaum 
D.I., Pavlov D.A. // Applied Physics Letters. -2018. - У. 113. -Р. 182103. 
11. Терещенко А.Н. Влияние примеси бора на излучательные свойства 

дислокационных структур в кремнии, сформированных путем имплантации ионов Si+ / 
Терещенко А.Н., Королев Д.С., Михайлов А.Н., Белов А.И., Никольская А.А., Павлов 

Д.А., Тетельбаум Д.И., Штейнман Э.А. // Физика и техника полупроводников. -2018. -
Т.52, № 7. -С. 702-707. 
Версии: Tereshchenko A.N, Korolev D.S., Mikhaylov A.N, Belov A.I, Nikolskaya А.А., Pavlov 
D.A., Tetelbaum D.I, Shteinman Е.А. Effect of Boron Impurity оп the Light-Emitting Properties 
of Dislocation Structures Formed in Silicon Ьу Si+ !оп Implantation // Semiconductors. № 7. V 
52. 2018. Р. 843-848. 
12. Боряков А.В. Химический и фазовый состав многослойных нанопериодических 

структур a-SiOx/ZrO2, подвергнутых высокотемпературному отжигу/ Боряков А.В., 
Суродин С.И., Николичев Д.Е., Ершов А.В.// Физика твердого тела. -2017. -Т. 59, № 6. -
С. 1183-1191. 
Версии: Boryakov А. V Chemical and phase compositions of multilayer nanoperiodic a-SiOx 
/ZrO2 structures subjected to high-temperature annealing / Boryakov А. V, Surodin S.I, 
Nikolichev D.E., Ershov А. V // Physics ofthe Solid State. -2017. - V 59. -Р. 1206-1214. 

Проректор М.В. Иванченко 
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